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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Bereich der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halblei-
terspeicherbauelement und besonders eine verbes-
serte Wortleitungstreiberschaltung für ein Halbleiter-
speicherbauelement, die in der Lage ist, durch Teilen 
einer Wortleitung Datenzugriffszeit und Stromver-
brauch zu verringern.

Stand der Technik

2. Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Da Wortleitungen in frühen Halbleiter-
speicherbauelementen aus Polysilizium bestanden, 
das einen verhältnismäßig hohen Widerstand hat, 
war deshalb die für die Übertragung eines Decodier-
signals von einem Wortleitungsdecoder zu einer 
Speicherzelle erforderliche Zeit, d.h. die Datenzu-
griffszeit sehr lang.

[0003] Eine Technik zur Lösung des obigen Pro-
blems wurde im US Patent Nr. 4,542,486 beschrie-
ben und ist in Fig. 1 gezeigt, worin auf jeder Wortlei-
tung eine Metallschicht geformt ist.

[0004] Das bedeutet, eine Speicherzellenanord-
nung (1) ist in eine Vielzahl von Blöcken (1A, 1B, 1C) 
unterteilt, und jede Wortleitung ist in Hauptwortleitun-
gen (15) und Unterwortleitungen (3A, 3B, 3C), die 
aus einem Material mit geringem Widerstand sowie 
UND-Gattern geringer parasitischer Kapazität beste-
hen, unterteilt, wodurch nur eine Wortleitung in einem 
bestimmten Block entsprechend einem Zellenblock-
auswahlsignal betrieben wird.

[0005] Nun erfolgt schematisch eine Beschreibung 
der Arbeitsweise der obigen Wortleitungsstruktur.

[0006] Wird zunächst einer der in der y-Richtung an-
geordneten Spaltendecoder (nicht dargestellt) ent-
sprechend einem Spaltenadreßsignal freigegeben, 
wird eine entsprechende Hauptwortleitung high und 
damit aktiv, und dann wird durch eine Adresse in der 
x-Richtung ein bestimmter Block ausgewählt, und ein 
Blockauswahlsignal wird ebenfalls high. Dann wird 
eines von den UND-Gattern (16A, 16B, 16C) ange-
schaltet, um zur Vollendung der Operation eine ent-
sprechende Unterwortleitung freizugeben.

[0007] Die oben beschriebene Konstruktion verur-
sacht in einem Halbleiterspeicherbauelement gerin-
ger Kapazität kein Problem, aber in einem Bauele-
ment von 64 Megabit oder größer wird, wenn auf je-
der Wortleitung eine Metallschicht geformt ist, die 
Chipfläche dadurch notwendigerweise vergrößert, 

was die praktische Anwendung auf das Halbleiter-
speicherbauelement beinahe unmöglich macht. Da 
außerdem das Blockauswahlsignal als Gatter-Ein-
gangssignal, das gleichzeitig in eine Vielzahl von 
UND-Gattern eingegeben wird, verwendet wird, wird 
die Lastkapazität des Blockauswahlsignals erhöht 
und die Freigabegeschwindigkeit der Unterwortlei-
tungen wird langsamer, was, verursacht durch die 
große Lastkapazität, zur Erhöhung des Stromver-
brauchs führt.

[0008] Folglich wird, wie in Fig. 2 gezeigt, in einem 
Bauelement von 64 Megabit oder größer zur Verbes-
serung der Freigabegeschwindigkeit der Unterwort-
leitungen in den Anordnungen von Fig. 1 eine Metall-
schicht einer Vielzahl von Wortleitungen mit hierar-
chischer Struktur zugeordnet, und eine Treibereinheit 
wird so angeordnet, das sie die Wortleitungen und 
die Metallschicht selektiv verbindet.

[0009] Die in Fig. 2 gezeigte Struktur eines Halblei-
terspeicherbauelements ist im US Patent Nr. 
5,416,748 beschrieben, bei dem eine Metallschicht 
mit einer Vielzahl von Wortleitungen verbunden ist. 
Die Bauelementstruktur enthält eine Vielzahl von 
Hauptwortleitungen (MWL-1,..., MWL-n), die aus ei-
nem Metall bestehen, eine Vielzahl von Unterwortlei-
tungen (SWL), die gemeinsam mit einer Hauptwort-
leitung verbunden sind, einen Spaltendecoder (10) 
zum Erzeugen einer Spaltenadresse, Unterwortlei-
tungstreibereinheiten (SWD) (20) zum Auswählen ei-
ner bestimmten Unterwortleitung aus der Vielzahl 
von Unterwortleitungen, einen Leseverstärker (30) 
zum Verstärken eines Signals der ausgewählten 
Wortleitung, einen Blockdecoder (BD) (40) zum Aus-
geben eines Blockauswahlsignals, Wortleitungs-
treiberdecoder (WDD) (50) zum Treiben der Wortlei-
tungen, und Unterdecodiertreibereinheiten (SDD) 
(60) zum Auswählen eines der Wortleitungstreiberde-
coder (WDD) (50).

[0010] Wie in Fig. 3 gezeigt, enthält jeder Wortlei-
tungstreiberdecoder (WDD) NICHT-UND-Gatter (51, 
511), von denen jedes ein Blockauswahlsignal (AI1) 
und jeweils Hauptwortleitungsdecodiersignale (AI2, 
AI3) empfängt, Inverter (52, 521) zum jeweiligen In-
vertieren des Ausgangssignals der NICHT-UND-Gat-
ter (51, 511), und einen Pegelschieber, der PMOS- 
und NMOS-Transistoren enthält, zum Umwandeln ei-
ner eingegebenen Spannung (V).

[0011] Die Arbeitsweise des Halbleiterspeicherbau-
elements mit der oben beschriebenen Wortleitungs-
treibereinheit wird nun ausführlich beschrieben.

[0012] Die Spaltenadresse gibt den Spaltendecoder 
(10), der sich in der y-Richtung befindet, frei, um eine 
Hauptwortleitung high und damit aktiv zu machen, 
welche das sich ergebende high-aktive Hauptwortlei-
tungssignal an alle damit verbundenen Unterwortlei-
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tungstreibereinheiten (SWD) überträgt. Dann wird die 
Spaltenadresse in die Unterdecodiertreibereinheit 
(SDD) eingegeben, die in der x-Richtung angeordnet 
ist, und die eines der Decodiersignale einer Spalte 
high und damit aktiv macht.

[0013] Das sich ergebende high-aktive Decodiersig-
nal wird, wie in Fig. 3 gezeigt, zusammen mit einem 
Decodiersignal von dem durch die Spaltenadresse 
freigegebenen Blockdecoder (40) an den Wortlei-
tungstreiberdecoder (WDD) dieser Spalte übertra-
gen, um einen ausgewählten Block zu treiben.

[0014] Im aktiven Wortleitungstreiberdecoder 
(WDD) wird das Decodiersignal zu einem Unterdeco-
diersignal zum Anlegen von Leistung an einen Unter-
leistungsknoten der Unterwortleitungstreibereinheit 
(SWD) im ausgewählten Block gemacht. Die Unter-
wortleitungstreibereinheit (SWD), die sich dort befin-
det, wo sich die high-aktive Hauptwortleitung und das 
Unterdecodiersignal kreuzen, wird aktiv gemacht, um 
eine Unterwortleitung zu treiben.

[0015] Gemäß der in Fig. 3 gezeigten Struktur des 
Wortleitungstreiberdecoders werden jedoch das Blo-
ckauswahlsignal und das Unterdecodiersignal in die 
NICHT-UND-Gatter eingegeben, und eine Vielzahl 
von Unterwortleitungstreibereinheiten wird gleichzei-
tig freigegeben, was zu einer Erhöhung des Strom-
verbrauchs führt, und da in jedem Block eine Unter-
decodiertreibereinheit vorhanden ist, ergibt sich dar-
aus ein überlappender Stromverbrauch. Da ein Wort-
leitungstreiberdecoder außerdem das 
NICHT-UND-Gatter, den Inverter und einen Pegel-
schieber enthält und in jedem Block eine Unterdeco-
diertreibereinheit vorgesehen werden muß, wird die 
Layoutfläche bei der Herstellung eines Chips erhöht.

Aufgabenstellung

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0016] Es ist folglich ein Ziel der vorliegenden Erfin-
dung, ein verbessertes Halbleiterspeicherbauele-
ment gemäß der vorliegenden Erfindung bereitzu-
stellen, das in der Lage ist, die Datenzugriffszeit zu 
verringern ohne die Layoutfläche und den Stromver-
brauch zu erhöhen.

[0017] Um das obige Ziel zu erreichen, wird ein ver-
bessertes Halbleiterspeicherbauelement gemäß An-
spruch 1 bereitgestellt. Die Unteransprüche be-
schreiben vorteilhafte Weiterbildungen. Ein beispiel-
haftes Halbleiterspeicherbauelement enthält: einen 
Zeilendecoder zum Erzeugen eines Blockauswahlsi-
gnals und zum Treiben einer Hauptwortleitung ent-
sprechend einem Adreßsignal, eine Unterwortlei-
tungsfreigabeeinheit zum Erzeugen eines Hauptde-
codiersignals entsprechend dem Adreßsignal, einen 
Wortdecodertreiber zum Puffern des Hauptdecodier-

signals und zum Übertragen von diesem in einen 
Speicherzellenblock, einen Blockwortdecodertreiber 
zum Freigeben eines Unterdecodiersignals in einem 
entsprechenden Block gemäß dem Blockauswahlsig-
nal und dem Hauptdecodiersignal, und einen Unter-
wortleitungstreiber zum Treiben einer entsprechen-
den Unterwortleitung gemäß dem Unterdecodiersig-
nal und dem Treiben der Hauptwortleitung durch den 
Zeilendecoder.

Ausführungsbeispiel

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Die vorliegende Erfindung wird aus der im 
Folgenden gegebenen ausführlichen Beschreibung 
und den beigefügten Zeichnungen besser verständ-
lich.

[0019] Fig. 1 ist ein schematisches Blockschaltbild 
eines Halbleiterspeicherbauelements gemäß dem 
Stand der Technik;

[0020] Fig. 2 ist ein schematisches Blockschaltbild, 
das den Aufbau eines weiteren Halbleiterspeicher-
bauelements gemäß dem Stand der Technik zeigt;

[0021] Fig. 3 ist ein ausführlicher schematischer 
Schaltplan eines Wortleitungstreiberdecoders von 
Fig. 2;

[0022] Fig. 4 ist ein Blockschaltbild, das den Aufbau 
eines Halbleiterspeicherbauelements gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0023] Fig. 5 ist ein ausführlicher schematischer 
Schaltplan einer Unterwortleitungsfreigabeeinheit im 
Speicherbauelement von Fig. 4;

[0024] Fig. 6 ist ein ausführlicher schematischer 
Schaltplan eines Wortdecodertreibers im Speicher-
bauelement von Fig. 4;

[0025] Fig. 7 ist ein ausführlicher schematischer 
Schaltplan eines Unterwortleitungstreibers im 
Speicherbauelement von Fig. 4;

[0026] Fig. 8 ist ein ausführlicher schematischer 
Schaltplan eines Blockwortdecodertreibers im 
Speicherbauelement von Fig. 4 gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0027] Fig. 9 ist ein ausführlicher schematischer 
Schaltplan eines Blockwortdecodertreibers im 
Speicherbauelement von Fig. 4 gemäß einer ande-
ren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung; 
und

[0028] Fig. 10 ist ein schematisches Blockschalt-
bild, das den Aufbau eines Halbleiterspeicherbauele-
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ments gemäß einer anderen Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0029] Das Halbleiterspeicherbauelement gemäß
der vorliegenden Erfindung wird nun mit Bezug auf 
die beigefügten Zeichnungen ausführlich beschrie-
ben.

[0030] Fig. 4 ist ein schematisches Blockschaltbild 
einer internen Wortleitungstreiberschaltung in einem 
Halbleiterspeicherbauelement gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung, die enthält: ei-
nen Zeilendecoder (110), angeordnet in der y-Rich-
tung, der ein Zeilenadreßsignal empfängt, und zum 
Erzeugen eines Blockauswahlsignals (BS1), um ei-
nen Block mit einem bestimmten Unterwortleitungs-
treiber (150) (SWLDRV) freizugeben, eine Decodie-
rung von diesem ausführt, eine Unterwortleitungsfrei-
gabeeinheit (120) (SWLEN), die bezüglich des Zei-
lendecoders (110) in der x-Richtung angeordnet ist, 
zum Erzeugen eines Hauptdecodiersignals (MWD) 
durch Decodieren des Zeilenadreßsignals für ein De-
codiersignal des Unterwortleitungstreibers (150), 
eine Vielzahl von Wortdecodertreibern (130) 
(WDDRV) zum jeweiligen Durchführen einer Puffe-
rung, um das Hauptdecodiersignal zu einem Zellen-
gruppenblock zu treiben, eine Vielzahl von Block-
wortdecodertreibern (140) (BWDDRV) zum jeweili-
gen Freigeben eines Unterdecodiersignals in einem 
bestimmten Block entsprechend dem Blockauswahl-
signal (BS1) und dem Hauptdecodiersignal (MWD), 
und eine Vielzahl von Unterwortleitungstreibern (150) 
(SWLDRV) zum jeweiligen Treiben einer Unterwort-
leitung entsprechend einer high-aktiven Hauptwort-
leitung (GWL) und dem Unterdecodiersignal.

[0031] Nun erfolgt die ausführliche Beschreibung 
der Arbeitsweise eines Halbleiterspeicherbauele-
ments mit einer Wortleitungstreiberschaltung gemäß
der vorliegenden Erfindung.

[0032] Der Zeilendecoder (110) empfängt ein Zei-
lenadreßsignal, um eine der Hauptwortleitungen 
(GWL) freizugeben und erzeugt das Blockauswahlsi-
gnal (BS). Die Unterwortleitungsfreigabeeinheit 
(120), die das Zeilenadreßsignal empfängt, macht ei-
nes der Hauptdecodiersignale (MWD) high und damit 
aktiv und überträgt das sich ergebende high-aktive 
Signal über die Wortdecodertreiber (130) an die 
Blockwortdecodertreiber (140).

[0033] Das Hauptdecodiersignal (MWD) wird hier 
an einen Leistungsknoten der Blockwortdecodertrei-
ber (140) angelegt, und der durch Empfang des Blo-
ckauswahlsignals (BS) und des Hauptdecodiersig-
nals (MWD) freigegebenen Blockwortdecodertreiber 
(140) erzeugt ein Unterdecodiersignal (SWD), um es 

an die Unterwortleitungstreiber (SWLDRV) (150) zu 
übertragen. Die Unterwortleitungstreiber (150) sind 
mit den Hauptwortleitungen (GWL) verbunden und 
empfangen das Unterdecodiersignal (SWD), um die 
Unterwortleitungen zu treiben, durch die die Freiga-
beoperation vollendet wird.

[0034] Die Unterwortleitungstreibereinheit (120), 
wie in Fig. 5 gezeigt, enthält hier zu jeder Adreßlei-
tung gehörende Schaltungen. Die Schaltung für die 
erste Adreßleitung enthält ein NICHT-UND-Gatter 
(121A), in das ein Zeilenadreßsignal (A0) und ein 
Freigabesignal (ENABLE) eingegeben werden, einen 
ersten Inverter (124A) zum Invertieren einer Ausga-
be des NICHT-UND-Gatters (121A), und einen Pe-
gelschieber (125) zum Wandeln einer Ausgabe des 
NICHT-UND-Gatters (121A). Der Pegelschieber 
(125) enthält: einen PMOS-Transistor (122A), der 
zwischen eine Spannungsquelle (VPP) und einen 
Verbindungsknoten (N1) geschaltet ist, und dessen 
Gate mit einem Verbindungsknoten (N2) verbunden 
ist, einen NMOS-Transistor (123A), der zwischen 
den Verbindungsknoten (N1) und Vss geschaltet ist, 
und an dessen Gate eine Ausgabe des 
NICHT-UND-Gatters (121A) angelegt wird, einen 
PMOS-Transistor (122B), der zwischen die Span-
nungsquelle (VPP) und den Verbindungsknoten (N2) 
geschaltet ist, und dessen Gate mit dem Verbin-
dungsknoten (N1) verbunden ist, einen NMOS-Tran-
sistor (123B), der zwischen den Verbindungsknoten 
(N2) und Vss geschaltet ist, und an dessen Gate das 
vom NICHT-UND-Gatter (121) ausgegebene und 
durch den ersten Inverter (124A) invertierte Signal 
angelegt wird, einen zweiten Inverter (124B) zum In-
vertieren eines Signals vom Verbindungspunkt (N2), 
und einen dritten Inverter (124C) zum Invertieren der 
Ausgabe des zweiten Inverters (124B). Sind das Zei-
lenadreßsignal (A0) und das Freigabesignal, die in 
das NICHT-UND-Gatter (121A) eingegeben werden, 
beide "1" (high), wird durch das NICHT-UND-Gatter 
(121A) eine "0" ausgegeben, so daß der 
NMOS-Transistor (123A) abgeschaltet wird und der 
PMOS-Transistor (122B) angeschaltet wird. Der 
NMOS-Transistor (123B), in den das vom 
NICHT-UND-Gatter (121A) ausgegebene und in ei-
nem ersten Inverter (124A) invertierte Signal einge-
geben wird, wird angeschaltet, und als Ergebnis da-
von wird das elektrische Potential des Verbindungs-
knotens (N2) zu low "0" gemacht, und dieses wird 
durch den zweiten und dritten Inverter (124B, 124C) 
zweimal durch Puffer verzögert invertiert. Folglich 
wird auf der Hauptdecodiersignalleitung (MWDO) 
das ursprüngliche elektrische Potential low "0" des 
Verbindungspunkts (N2) ausgegeben. Der Aufbau 
und die Arbeitsweise der zu Zeilenadreßleitungen 
gehörenden Schaltungen von Unterwortleitungsfrei-
gabeeinheiten ist identisch zu dem oben beschriebe-
nen.

[0035] Die Wortdecodertreiber (130) (WDDRV) je-
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des Blocks, wie in Fig. 6 gezeigt, die als Verstär-
kungsschaltungen dienen, enthalten jeweils zwei In-
verter (131, 132), die zum Puffern der durch die Un-
terwortleitungsfreigabeeinheit (120) in jeweilige Blö-
cke eingespeisten Hauptdecodiersignale (MWD) mit 
jeder Hauptdecodiersignalleitung (MWD) in Reihe 
geschaltet sind.

[0036] Die Blockwortdecodertreiber (140) geben je-
weils ein Unterdecodiersignal in einem durch das 
Blockauswahlsignal und das Hauptdecodiersignal 
ausgewählten Block frei. Das Hauptdecodiersignal 
legt hier Leistung an den Blockwortdecodertreiber 
(140) an.

[0037] Wie in Fig. 7 gezeigt, enthält jeder Block-
wortdecodertreiber: einen NMOS-Transistor (142), 
der zwischen jede Hauptdecodiersignalleitung 
(MWD) und einen Ausgabeknoten (N0) geschaltet 
ist, und an dessen Gate das Blockauswahlsignal (BS) 
angelegt wird, eine Schaltvorrichtung (141) (z.B. 
Durchlaßtransistor) zum Ausführen eines Schaltens, 
um das Blockauswahlsignal (BS) auf ein Signal 
(VBOOT) hin an das Gate des NMOS-Transistors 
(142) anzulegen oder zu verhindern, daß es daran 
angelegt wird, und einen NMOS-Transistor (143), der 
zwischen den Ausgangsverbindungsknoten (N0) und 
Massespannung (VSS) geschaltet ist, und an dessen 
Gate ein invertiertes Blockauswahlsignal (/BS) ange-
legt wird. Jeder Blockwortdecodertreiber (140) er-
zeugt entsprechend dem daran angelegten Block-
auswahlsignal und Hauptdecodiersignal ein Unterde-
codiersignal (SWD).

[0038] Die Unterwortleitungstreiber (150), wie in 
Fig. 8 gezeigt, enthalten jeweils: einen NMOS-Tran-
sistor (152), der zwischen eine Unterdecodiersignal-
leitung (SWD) und einen Ausgangsknoten (N0') zu 
einer Unterwortleitung (SWL) geschaltet ist, und des-
sen Gate mit einer entsprechenden Hauptwortleitung 
(GWL) verbunden ist, eine Schaltvorrichtung (151) 
(z.B. ein Durchlaßtransistor) zum Ausführen eines 
Schaltens auf das Signal (VBOOT) hin, um das Gate 
des NMOS-Transistors (152) und die Hauptwortlei-
tung (GWL) zu verbinden oder zu trennen, und einen 
NMOS-Transistor (153), der zwischen den Aus-
gangsverbindungsknoten (N0') und Massespannung 
(VSS) geschaltet ist, und dessen Gate mit der kom-
plementären Hauptwortleitung (/GWL) verbunden ist. 
Die Unterwortleitungstreiber (150) führen durch Trei-
ben der Unterwortleitungen entsprechend den Unter-
decodiersignalen (SWD) und den Hauptwortleitungs-
signalen (GWL,/GWL) eine Wortleitungsfreigabeope-
ration durch.

[0039] Fig. 9 ist ein ausführlicher Schaltplan eines 
Blockwortdecodertreibers (140) (BWDDRV) in Fig. 4
gemäß einer anderen Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung, bei dem zur Stabilisierung des Be-
triebs der Schaltung und zur Verbesserung der Ar-

beitsgeschwindigkeit ein CMOS-Inverter eingesetzt 
wird. Die Schaltung des Blockwortdecodertreibers 
enthält: einen PMOS-Lasttransistor (144), der zwi-
schen die Hauptwortdecodiersignalleitung (MWD) 
und einen Ausgangsverbindungsknoten (N10) des 
Unterdecodiersignals (SWD) geschaltet ist, und an 
dessen Gate das Blockauswahlsignal (BS) angelegt 
wird, einen NMOS-Treibertransistor (145), der zwi-
schen den Verbindungsknoten (N10) und Masse-
spannung (VSS) geschaltet ist, und an dessen Gate 
ebenfalls das Blockauswahlsignal (BS) angelegt 
wird, und einen NMOS-Transistor (146), der zwi-
schen die Hauptdecodiersignalleitung (MWD) und 
den Ausgangsverbindungsknoten (N10) geschaltet 
ist, und an dessen Gate ein invertiertes Blockaus-
wahlsignal (/BS) angelegt wird.

[0040] Fig. 10 ist ein Blockschaltbild eines Halblei-
terspeicherbauelements mit einer Wortleitungstrei-
berstruktur gemäß einer anderen Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung, bei der die Unterwortlei-
tungsfreigabeeinheiten (120) in derselben Richtung 
wie die Zeilendecoder (110) angeordnet sind.

[0041] Wie oben ausführlich beschrieben, kann die 
zum Freigeben einer Wortleitung erforderliche Zeit 
durch Anordnen der Wortleitungen und Unterwortlei-
tungen in einer hierarchischen Struktur, Anlegen der 
Decodiersignale ebenfalls in einer hierarchischen 
Struktur, und Freigeben des Unterdecodiersignals 
nur in dem ausgewählten Block verringert werden, 
und das Überlappen von in einer Vielzahl von Deco-
dierblöcken erzeugten Strömen kann verringert wer-
den, da eine Decodieroperation in der Unterwortlei-
tungsfreigabeeinheit ausgeführt werden kann. Da au-
ßerdem im Blockwortdecodertreiber keine Pegel-
schieberschaltung eingesetzt wird, kann die Überlap-
pung des durch eine Vielzahl von Blockwortdecoder-
treibern fließenden Stroms bemerkenswert verringert 
werden. Da ferner jeder Blockwortdecodertreiber nur 
drei Transistoren enthält, kann die Layoutfläche ver-
mindert werden und als Ergebnis davon kann die 
Chipfläche im Vergleich zum herkömmlichen Treiber-
aufbau, der einen Pegelschieber verwendet, verrin-
gert werden.

Patentansprüche

1.  Wortleitungstreiber für ein Halbleiterspeicher-
bauelement mit einer Mehrzahl von Zellenanord-
nungsblöcken, der umfaßt:  
einen Zeilendecoder (110) zum Erzeugen eines Blo-
ckauswahlsignals (BS1) zur Auswahl eines Zellenan-
ordnungsblockes und Treiben einer Hauptwortleitung 
(GWL) entsprechend einem Adreßsignal;  
eine Mehrzahl von Unterwortleitungsfreigabeeinhei-
ten (SWLEN), wobei jeweils eine Unterwortleitungs-
freigabeeinheit (SWLEN) einem Zellenanordnungs-
block zugeordnet ist und jeweils aus dem Adreßsig-
nal eine Mehrzahl von Hauptdecodiersignalen 
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(MWD) freigibt;  
eine Mehrzahl von Wortdecodertreibern (WDDRV) 
(130) zum Puffern zumindest eines Teils der Haupt-
decodiersignale (MWD) und Übertragen dieser zu ei-
nem Speicherzellenblock;  
eine Mehrzahl von Blockwortdecodertreibern 
(BWDDRV) (140) zum Freigeben eines Unterdeco-
diersignals (SWD) in einem entsprechenden Block 
mit einer Mehrzahl von Speicherzellen in dem Zellen-
anordnungsblock gemäß dem Blockauswahlsignal 
(BS1) und einem der Hauptdecodiersignale (MWD); 
und  
eine Mehrzahl von Unterwortleitungstreibern 
(SWLDRV) (150) zum Treiben einer entsprechenden 
Unterwortleitung gemäß dem Unterdecodiersignal 
(SWD) und der Hauptwortleitung (GWL) von dem 
Zeilendecoder (110);  
wobei die Unterwortleitungsfreigabeeinheit (SWLEN) 
(120) umfaßt:  
eine Mehrzahl von Pegelschiebern (125) zum Emp-
fangen des Adreßsignals (A0, A1, A2, A3) und eines 
Freigabesignals (ENABLE) und Ausführen einer Pe-
gelwandlung;  
eine Mehrzahl von NICHT-UND-Gattern (121) zum 
jeweiligen NICHT-UND-Verknüpfen einer Leitung des 
Adreßsignals und des Freigabesignals und Ausge-
ben des NICHT-UND-verknüpften Ergebnisses an je-
den entsprechenden Pegelschieber (125); und  
eine Mehrzahl von Invertern (124) zum jeweiligen In-
vertieren einer Ausgabe der NICHT-UND-Gatter 
(121).

2.  Schaltung nach Anspruch 1, bei der der Wort-
decodertreiber (WDDRV) (130) zwei in Reihe ge-
schaltete Inverter (131, 132) umfaßt.

3.  Schaltung nach Anspruch 1, bei der der Block-
wortdecodertreiber (BWDDRV) (140) umfaßt:  
einen ersten NMOS-Transistor (142), der zwischen 
den Wortdecodertreiber (WDDRV) (130) und einen 
Ausgangsknoten (N0) geschaltet ist, und an dessen 
Gate das Blockauswahlsignal (BS) angelegt wird;  
eine Schaltvorrichtung (141) zum Ausführen eines 
Schaltens, um das Blockauswahlsignal (BS) an das 
Gate des ersten NMOS-Transistors (142) anzulegen 
oder zu verhindern, daß dieses daran angelegt wird; 
und  
einen zweiten NMOS-Transistor (143), der zwischen 
den Ausgangsverbindungsknoten (N0) und der Mas-
sespannung (VSS) geschaltet ist, und an dessen 
Gate eine invertierte Version des Blockauswahlsig-
nals (/BS) angelegt wird.

4.  Schaltung nach Anspruch 1, bei der der Block-
wortdecodertreiber (BWDDRV) (140) umfaßt:  
einen CMOS-Inverter, der einen Lasttransistor (144) 
und einen Treibertransistor (145), die zwischen eine 
Hauptdecodiersignaleingangsseite (MWD) und der 
Massespannung (VSS) in Reihe geschaltet sind, und 
die an deren jeweiligen Gates das Blockauswahlsig-

nal (BS) empfangen, enthält; und  
einen NMOS-Transistor (146), der zwischen einen 
Ausgangsknoten (N10) des CMOS-Inverters und die 
Hauptdecodiersignaleingangsseite (MWD) geschal-
tet ist, und der an dessen Gate eine invertierte Versi-
on des Blockauswahlsignals (/BS) empfängt.

5.  Schaltung nach Anspruch 1, bei der der Unter-
wortleitungstreiber (SWLDRV) (150) umfaßt:  
einen ersten NMOS-Transistor (152), der zwischen 
eine Unterwortdecodiersignalleitung (SWD) und ei-
nen Ausgang (N0') geschaltet ist, und dessen Gate 
mit einer ersten Hauptwortleitung (GWL) verbunden 
ist;  
eine Schaltvorrichtung (151) zum Ausführen eines 
Schaltens, um das Gate des ersten NMOS-Transis-
tors (152) und die Hauptwortleitung (GWL) zu verbin-
den oder zu trennen; und  
einen zweiten NMOS-Transistor (153), der zwischen 
den Ausgangsknoten (N0') und die Massespannung 
(VSS) geschaltet ist, und dessen Gate mit einer zwei-
ten Hauptwortleitung (/GWL) verbunden ist.

6.  Schaltung nach Anspruch 1, bei der jeder Pe-
gelschieber (125) umfaßt:  
einen ersten PMOS-Transistor (122A), der zwischen 
eine Spannungsquelle (VPP) und einen ersten Kno-
ten (N1) geschaltet ist, und dessen Gate mit einem 
zweiten Knoten (N2) verbunden ist;  
einen ersten NMOS-Transistor (123A), der zwischen 
den ersten Knoten (N1) und die Massespannung 
(VSS) geschaltet ist, und an dessen Gate eine Aus-
gabe eines entsprechenden NICHT-UND-Gatters 
(121A) angelegt wird;  
einen zweiten PMOS-Transistor (122B), der zwi-
schen die Versorgungsspannung (VSS) und den 
zweiten Knoten (N2) geschaltet ist, und dessen Gate 
mit dem ersten Knoten (N1) verbunden ist;  
einen zweiten NMOS-Transistor (123B), der zwi-
schen den zweiten Knoten (N2) und die Massespan-
nung (VSS) geschaltet ist, und an dessen Gate ein 
vom NICHT-UND-Gatter (121A) ausgegebenes und 
durch einen ersten Inverter (124A) invertiertes Signal 
angelegt wird;  
einen zweiten Inverter (124B) zum Invertieren eines 
Signals aus dem zweiten Knoten (N2); und  
einen dritten Inverter (1240) zum Invertieren eines 
Ausgangssignals des zweiten Inverters (124B).

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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